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第三代半导体企业初创期风险及多元化应对方式
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摘 要：当前，我国半导体产业面临严峻复杂的环境，碳化硅作为第三代半导体的代表性材料，高包容性和宽容

度带来了可观的市场前景，我国如果能在第三代半导体行业衬底材料行业完成研发突破，将有望在宽禁带半导体领

域实现后来者居上。新的创业型半导体企业纷纷涌现，初创企业将面着一系列的风险，同时也蕴含机遇。本文结合当

下产业背景，初步探索了初创企业面对的风险，给出多元化战略应对方式，以期为我国第三代半导体材料领域创业者

顺利度过初创期提供启示。
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1 引言
1.1 行业环境
目前，全球第三代半导体行业整体上处于发展初期阶

段，相比硅和砷化镓为代表的传统半导体材料，在第三代半
导体领域，我国和国际巨头公司之间的整体工艺差距相对
较小。由于其工艺制程具有更优秀的包容性和宽容度，其下
游制造环节对研发设备的依赖度较低，投资额相对较小，制

约第三代半导体行业快速发展的关键之一在上游材料端。
因此，我国如果能在第三代半导体行业衬底材料行业完成
研发突破，将有望在宽禁带半导体领域实现后来者居上。

碳化硅是第三代半导体衬底的主要原材料，以其制作的
器件具有开关速度快、效率高的优势，相比传统半导体材料，
耐高温、耐高压、高频、大功率、抗辐射的特点可大幅降低电

子产品整体功耗、提高能量转换效率。目前，碳化硅所制成的
半导体器件主要应用于以 5G设备、军工、航天为代表的射频
领域和以新能源汽车为代表的电力电子领域，在民用、军用

领域均具有可观的市场前景。同时，我国“十二五”“十三五”

及“十四五”规划均已将碳化硅半导体纳入重点扶持领域，随
着国家将扶持半导体产业上升至国家重点战略，碳化硅半导
体将在新基建领域发挥重要作用。因此，以碳化硅为代表的
第三代半导体是国家产业结构升级的的战略性行业。

1.2 市场前景
当前，我国半导体产业面临复杂的市场环境。世界经济

衰退，国际贸易不畅，中国经济面临的不稳定、不确定因素显
著增多。2019年底，《瓦森纳协定》重新修订，管控范围进一
步扩大至半导体领域，尤其与第三代半导体光刻工艺研发
相关的大硅片技术也涉及此次管控范围[2]。

在“碳达峰，碳中和”的背景下，中国制造业结构将面临

深刻的低碳转型挑战，中国将建设创新型国家定位发展目
标，2021年，中国新增芯片相关企业注册企业 10.1万家，增
速 40.7%。面对波澜壮阔的芯片产业创新大潮，如何把握创
业风口，如何在巨头林立的产业中生存，受到全社会的广泛

关注。

在半绝缘型碳化硅市场，主流衬底产品规格为 4英寸，
国内年需求量大约为 7万耀8万片，而国内各大厂商目前 4
英寸半绝缘型碳化硅都有一定库存，存在供大于求现象（产
能接近 15万片/年）。而在导电性碳化硅市场，目前主流产品
规格为 6英寸，4英寸晶圆已逐步退出市场，而且受益于全
球新能源汽车快速爆发及光伏、轨道交通、电力供应等需求

全面铺开，对导电性衬底需求彻底释放。2021年六寸碳化硅
晶圆全球有效产能仅为 25万耀30万片，而特斯拉Model 3
和 Model Y2021年对 6寸导电性晶圆总需求量为 45.5万
片。全球各大厂商纷纷扩产，据估算，2026年全球碳化硅衬
底有效产能为 330万片，但同年需求量高达 629万片，所以
6寸导电性碳化硅市场供不应求状态将持续至少五年。

2 研究意义
不同于传统制造业重技术沉淀的特点，碳化硅衬底发

展技术最大的优势在于产品研发周期长，但生命周期非常
短，技术转换快，对于刚入局的公司充满着机会。目前，我国

碳化硅产业形成了产业过热的表象，但部分项目处于只签
约不动工的状况，实际投资额要低于对外宣布投资额，研发
多产出少，6英寸及以上的先进技术衬底量产比例低，碳化
硅制造的器件多集中于低端的二极管产品上。盲目创业而

失败的企业不断增多，因此探讨该领域内的初创型企业多
元化应对方式迫在眉睫。

成熟的半导体企业通常受到既有设备、成熟商业模式、

陈旧技术主导思维的约束，难以对技术的变化做出快速的
应对。而初创型半导体企业创业者技术起点较高，对技术发
展趋势的洞察力更加敏锐，善于使用新技术或新模式，但是
由于碳化硅的物理特性不稳定，导致整体良品率低，普遍存
在试错成本不够、资金不足等问题。初创企业商业模式的成

型需要大量时间和试错过程，因此从企业多元化视角探讨
初创企业的战略机制有较强的现实意义和研究价值，也为
后来半导体创业者提供可操作性参考。

3 理论基础
3.1 国外关于多元化的理论研究
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多元化战略，是指企业为了控制在经营过程中产生风
险，通过向多个事业领域提供产品和服务，在不同行业中进

行经营，导致整体收益增加的决策行为。国内外有很多学者

对多元化发展战略进行过研究。1950年，安索夫在其作品
《公司战略》中提道：当企业现有的产品或服务与产业经营目

标发生负偏离时，企业进入新的产品领域，另一种情况是由
于追求某种高利润去经营其他的产品或服务，这种战略选
择叫作多元化战略[3]。该定义明确了多元化是针对企业经营
产品的种类数量，但这种定义较为狭隘。1959年，彭罗斯在
作品《企业成长理论》中提：企业在保持原有产品线的基础上
从事新产品生产或相关服务，包括附加产品的生产，这种生
产经营行为是多元化战略[4]。1962年，戈特在作品《美国产业
的多元化与一体化》提：多元化是指企业为市场提供产品或
服务的差异化[5]。钱德勒于《战略与结构》一书中提：无论如何
改变生产策略，企业最终产品线的增加就是多元化。随着二

战后美国制造业的蓬勃发展，市场产生了数量巨大的企业
样本，学者们对多元化战略的了解更加深入，多元化战略定
义越来越明确[6]。

3.2 国内关于多元化的理论研究
相比较而言，我国的多元化战略理论起步较晚。黄洪民

在文章《企业多元化经营的现实价值与风险规避》中指出：企

业多元化经营是企业发展到一定规模的必然发展选择，这
种经营发展战略能够适应需求市场变化，规避企业经营风
险，发掘企业潜能，发挥企业综合效能，实现企业产业转移，

提高企业效益，但多元化经营战略也可能给企业带来决策
失误、管理失控以及资源短缺等风险。总的来看，多元化战略
的内容包括相关领域多元化和非相关领域多元化[7]。

4 面临的风险
4.1 研发风险
伴随市场上下游技术水平的迭代，下游行业对碳化硅

衬底性能及尺寸的要求也越来越高。半导体材料行业属于

技术密集型行业，研发周期长、工艺难度高、资金投入大。企

业必须保持充足的研发投入，并且在关键领域保持国内第
一梯队水平。如果新产品技术指标无法达到要求，将导致整
体落后于竞争对手，对初创公司的发展将造成重大风险。

4.2 核心技术专利风险
核心技术是半导体行业能保持竞争力的关键所在，初

创公司由于受到人才团队及经营时间的制约，自主知识产
权的核心技术体系比较薄弱，若公司在日常经营过程中因

管理不善，导致发生技术外泄、恶意抢注等情况，将对初创公
司的市场竞争力产生风险。而公司通过专利诉讼，也会消耗
公司本就薄弱的经济资源。

4.3 关键技术人才流失风险
我国对碳化硅的生长技术研究起步较晚，行业内技术

人才较为稀缺，关键技术人才是初创型企业的基石所在。随
着我国碳化硅衬底行业的持续发展，人才竞争将不断加剧，

初创型公司平台相对小，资金较少，如公司关键技术人才被
同行高薪挖走，将对公司造成致命打击。

4.4 政策风险
初创型企业一般都会获得一些地方的政策性资源扶

持，如生产用地，税收优惠等，随着产业发展的深入，为了行
业的健康可持续发展，政策的支持力度会逐渐减弱，扶持条
件也会变高，当初创公司不满足扶持政策规定的相关条件，
导致公司资金来源减少，将对公司盈利能力带来更严峻的

挑战。
5 多元化战略及措施
主营业务方面，企业在初创期主要应以先进 6英寸及

以上导电型和半绝缘型碳化硅晶片生产销售为主，公司核
心技术覆盖生产的全流程并设计配套设备，但随着良品率
的限制和市场竞争度的增加，公司核心业务利润率会逐步
降低。在非主营业务方面，公司主要应为附加产品寻求销售
市场，并且开发与碳化硅生长技术相关的周边业务。这些业
务不但可提供稳定的现金流和利润，还可以为下一步公司
业务的转型提供方向和支撑。因此结合碳化硅产品特性及

市场风险，制定初创企业多元化发展战略如下：
5.1 布局相关多元化，强化核心技术实力
（1）引入资本，加速发展。在投资结构上，涌入半导体领

域的企业超过七成都集中在芯片设计等下游领域，而在材
料领域却涉之寥寥。数据显示，国家集成电路产业投资基金
（大基金）所投资的领域中，设计的比重为 65%，制造、封装的
比例分别为 17%、10%，而装备与材料的比重分别只有 4%，
碳化硅衬底的生产弥补了半导体产业弱环，同时也为资本

提供了新的投资方向。初创公司需要抓住第三代半导体风
口机遇，在政策上寻求扶持，在资金上寻求注入，多利用融资
平台，通过资本市场获取更多生产资料，迅速扩张生产规模，

通过规模效应增加盈利能力，尽早摆脱初创企业资金缺失，

发展缓慢的状态，为公司下一步业务的发展打好基础[10]。
（2）延伸产业链条，创造集合价值。碳化硅衬底生产企

业一般采取自主设计碳化硅长晶炉，委托上游设备厂商定

制加工的模式，即使设备厂商掌握了生产模式，但操作方案
只掌握在生产企业手中。随着碳化硅市场投资的火热，市场
对生产资料的需求更加旺盛，公司在初创期可将已有非核

心技术整合成完善的服务方案，向上游延伸产业链，参股设
备生产厂商，通过为市场其他技术未成熟的碳化硅衬底企
业提供全套技术解决方案，保证核心竞争力的同时增加业
务收入。

5.2 布局非相关多元化，强化风险抵御能力
莫桑钻是近年来消费市场兴起的一种饰品，其结构硬

度与钻石高度相似，甚至比天然钻石火彩更加耀眼，价格远
低于天然钻石，随着电商发展，受到了市场消费者的追捧。其
原材料来源于碳化硅生产过程中无法达到半导体级要求的
晶锭，高纯度的原料毛利高，市场需求很大，相比碳化硅衬底
的要求，其开发可控。与碳化硅衬底后付款的销售模式不同，

莫桑钻原材料市场一般采取预收款的形式，作为初创型公
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司可技术参股投资饰品类企业，根据饰品消费市场对莫桑
钻色彩、净度、工艺的需求度，定制化生产专用于饰品方面的
碳化硅晶锭，一方面有利于保证企业初期的现金流，另一方
面分担半导体行业的系统性风险，获得非半导体相关领域
市场的利润。

6 结束语
通过对碳化硅衬底企业初期发展的初步探索，可以得

知，初创型公司在探索新的技术途径，加速新技术的商业模
式与产业化方面起着相当大的作用。企业的首要目标是在

受到技术发展的内部因素和外部条件的双重制约下顺利度
过初创期[11]。从技术发展的内部因素看，半导体技术发展最
大的特点在于技术更新快，产品生命周期短，这使成熟企业
规模经济的优势难以长久保持，而初创公司多元化战略的

灵活性成为它们与成熟大公司抗衡的最大优势，有利于分
散技术研发的风险，能进一步加速中国第三代半导体产业
发展的步伐。
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